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layer, a third insulating layer disposed on the 
+hird conductive layer and the second insulating 
layer, and a fourth conductive layer disposed on 
thethird insulating layer. The third conductive 
layer and the fourth conductive layer are 
respectively electrically connected to the first 
conductive layer and the second conductive layer 
through at least one first contact hole adjacent 




1^ 3 S 



: A CAPACITOR STRUCTURE) 



to the second conductive layer and at least one 
e c o n d c o n t a c t h o 1 e . 




^ 4 1 



4 



^^mt^m (1) 

m m M m m ^ 



^ ^ m ^ - ^ % ^ n (capaci tor)^# ^ ' >t ^1 - 

« M € a^B ^ a^a m ^ ® ( thin film 

transistor, liquid crystal display, TFT-LCD)8f ^ a 
^ if ^ € S -CI. (capaci tance)j-X ^ iiv ^ u ^ (aperture 
ratio)ji itffi3^i^i^^®;fe^^tb (contrast 




* H # 




^ ^ ^ m ir> n jk ^ ^ ^^t m ^ ® ^ (i iquid 

crystal display, LCD)^ tf ^ t ^ >^ iN^ H &^l - ^ *t # ' 

/L B ± >^ t t ^ 6^ ^ ;^ ^ *L ^IL ;fa ;^ ^ ^ M - ^ tt 
^ A ^n if^ ^ ^ H « ^ ^ # ^ ^ -^^ ;^ _L ^ W 

-fg. >ft iiL ^ ^ ^ m n ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m ^ ^ ^ 
^ ' ^ ti 1 m if^ ^ m M. ^ j^. ifi :^ «• ^ s ^ 

^ t ^KJ 'fS. >S. B^a ^ m l: a^a It a^a m > ® ( 1 O W 

einperature po 1 y s i 1 i con t h i n film transistor 

liquid crystal display, LTPS- TF TLCD ) ' ^ # 4, j| ^ 

® - « ' 1^ 7 A t ^ ^ ^ ^ m % 

(actively d r i v e j;?^ 6f; # ^ m ^ S:. ^ - ^ 



a 
aa 



H a°a » 





^ 6 I 



s. ^ ^mm.m (2) 

^^t ^ ^ ^ ^ a 3. }^ 41 A ^ '4 m ^ ^ ^ m ^ ^ 

m. ^ m ^ ^ n ' -f^^, (system on panel, SOP)&fj 

in ^ 4 m IS, }^ m 7F ^ » ^? m }^ m 

^ (TFT)* -f^ ^ i tif P+ f'J (active matrix):^ mm ^ 
m ; i^-^ ^ M M i % m (^ li ^ )>L € ' m ^ ^ ^ ^ 

^ iB ^ 7t (^ 7F )^ j& ^ ^ (J^ m iF )^ n M. m 

TFT-LCDt - 4 ^ 204L ^ ^ 1; 5^ @ - EI - ^ ' - 

t ^ 20^ ^ * - ?^ B^a # it LCii.^ ^ - ^ it D ^ CE(coinmon 
counter e 1 ec t r ode )^ — ^ ^ € a^a ft ( TF T ) 2 2 ° ^ t » ^ 
m € ^ 22^ - ftg^ (gate el ectrode ) 24# it ^ - # 
^ (scan 1 ine)GO ' — (drain e 1 ec t rode >2 6#, it ^ 

— m 1^ (signal 1 ine)Do' — ^ (source electrode) 
28ma ;?t LC^ t -^t (pixel electrode Jl^ m 

)4a it ^ - itb ' * ^ 20it a ^ :t - # € S (storage 
capaci tor)SC€ -li. it ^ >^ b% ^ tg LC# - # il^ G ^ ;^ f; 

- H A ^ € a ^ A ffij >L € ^ ' it if ;&o^ 

/J^ € # 6(; # ')± . S it #t # ^ ^ S» T T a H >:^L 

# ^il. B^a # it LCt M # 4:. ^-K » '73^ IS] ^ tL LC 

# € # ' i-x if t ^ f^^ ;^ >ft ffl &f> fe^ o 



i - #a^t«,B^ (3) 



m € a^B It B^B m S 3 0#,^ # - 3 2 ' & 3 2#. 

— il-^P+^'J (pixel array area)3 3J'X^ — 

it i£ € ^ ^ 3 4 » jtb ♦ -fl. ^ ^ 3 3^ t ^ ^ ^ * 

- ^ m t a^a IS ^ 3 5« a tSt ^ — ^ M € a^a IS 38 - — € S 

36ffl J-XtS:^ — 421-^ >5L — o ^ (aperture 

r e g i on )37o iTQ t B^B It 3 8^ ffV^ 4 4#. ^ 'fS. -Sl ^ a°a # 

t ^/f ^ ic. ' S ^ ^ € a^B It 38# 4» - ^S. ^ a^a >6i' ^ m € 

a^a ^ » . , 

#t # € S 42# ^ ^ :t - ^ - -^S ^ i^iSL ^ ^ 32 

_L ' - ^ - ^ M ^ 48tS: 1. 1^ - ^ >t 46^ ±. ' — ^ 
ig. ^ ># 52tS: i ^ - ^ 4 >t 48^ Ji » - ^ j::-^ 4 >t 54 
t5: i ;!r^ ^ ^ .'^ ^ 5 2^ J:. » - ^ ^ ^ ^Mt >t 5 6tSi ^ ;^ ^ 
^ 4 54-2L_L ' — ^ ^ >t (organic coating layer)58t^ 

m ^ 56:^ i » M 58|a ^ =. ^ ^ ^ 564:, + 

> ^ ^ - # i?i >^ (contact hole)62 » 3. ^ m m 6 2^ S iii 
«Pf^^|^^^4>t 54' — itaa (transparent 
conductive 1 ay e r ) 6 4^ ^ * ^ >t 5 8^ ^ ® ' ii ?4 # 5- 
#j^>|si6 2^J^^^^^>i>t5 4;te4^i^» 




1^ 8 I 



i » ^B^sJLB^ (4) 



1^ - ^ >f 4 6a A ^ ^ vt 5 2#, — >t ' 

^ - ^ 4 >t 48i^X JSl ^ ^ ^ M ^ bi^ m, ^ - ^ ^ - 
M ' ^ ^ ^ bm ^ - ^ ^ M ' # ^ >f 5 8#, >^ - ^'J 

^^^(spin coating );5-^m^ic6^l#^##>t ' 
^ f: ># 6 4# 4r — -fb is ^ >t ( indium tin oxide 
layer, ITO 1 ay er )^ ;^ — ft. 'fb ^ ^ >^ (indium zinc 
oxide layer, IZO layer)- I^Ib^ ' — ^>i/t48#. ffl*. 
'f^^^M^^S 42^ T^fe (bottom electrode plate)' 
^ ^ ^ M M 54# ^ ^ ^"f ^ n ^ % ^ 42^ Jl (top 
e 1 ectrode plate) ' ^ ^ m ^ M 52#, ffl ^ ^ ^ ^ ^ % ^ 
4 2^ ^ ^ it M (capacitor dielectric layer)" 

m ^ M B ^ -4 U % M B^a ^ ;fe 3 0^ f: ^ 

H , ;§p :t - |^ J-X ^ 6*1 PI tJ ' - € ^ ^ 6*1 ^ S 

m (capaci tance)#. JL 4^ 83^ ^ # 1: # 6*7 II. ^7 - # 1: 

'f:^^^^#6*ji:.t:|a^;^;feao^i^jLtb'' ^ ^ ^ 

A ® f: ^ ^ € S II 5^ ^ # *t > 6<J ^ # a if ;*a t ^ 

5f1 ffl 6*J 8f FbI • # ffl ^ a 6*J ® # ' it ^ }A t 

J f^^ a ^ o ^ , ^ ^ >^ M ® it $'i 6*J ^ 

A ^ >^ ^ m. - ^ ft 6*j *f tb -tb 0 tflj T If- ' I5j 4 F^l 

O # ;f >1 4^ a > ^ ^ ^ n tf ^ :t >t >t ^ 

^ 6*j >^ m ^ # S: ' ^1 it ^ ^ ^ ^ ^ ' it M. ^ ^ ^ ^ 




% 9 I 



i - ^mn.m (5) 

^ ^ % 1^ m ^ ^ ^^ ^ ^4 ^ % ^ ^ ^ ^ i^Js ^ 

'J- 6^ S It M # — ^ ^ 4 6fj # ♦ a ^ ^ Sr ^ St tb ' *^ 

^ m ^ ^ 

:^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ — ^ % ^ n ^ ' ^ 

m n ^ '4 ^ % BB 1^'^ iB m ^ n ^-f^ ^ ^ n iJ^ % ^ ^ 

a it f4 o ^ it it. ffQ ^ ^ ^4 ® St tb ^ € ^ ^ M ' 

^ ' M # a ^ # ' - V - ^ - 5f t >t tS: ^ :^ 1^ 4 

— ^ € >f ^ 1^ - ^ ^ .>f ^ ' — ^ ^ ^ ^ 

^ ^ I: ^ 3f € ^ J-X A 1^ ^ - ^ ^ J- ' - ^ ^ 

t|- >t ^ ^ ^ ^ ^ >t ^ ' - ^ =. m m- ^ 

i ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ m ^ M ^ J:. ' i-X ^ - ^ 

^ % M m m ^ ^ - M % % ^ 1^ 4L ^ - 4^ m 

m - :}^^ - ^ ^ m m ^ ^ m ^ - ^ ^ ^ t 




1^ 10 K 



^mt^m (6) 



^ ^ ^ m ^ n ^ n m ^^i m ^ M ^ m ^ t m 

M. J- itb =. "im ^ i^. ^ ^ M. m ' * # Si € ^ ^ ^ >j3. #. 



X ^ -ii # t € ^ ^ ® # ^ ^ — • T ■jit # ;j=a 



J5] 6*1 -t * o ^ — ^ . yf: iS. i ^ ^ V3 ^ a )^ j^a ' 

m it ^'J * A ^ >^ '15^ ;f a it ;fro » ^ M it 



S H t #. #'J ffi it a t et * 60 Es ^ il- € >t 

m ^ % ^ n ^ m ^ ^6, iS. ;f1 b^b >6>^ 



^ ^ * ^ >^ o«a 8f r M. iS. ^ m ^ ^ ^ 

60 ^ ^ V ® itb Ji. # t A ^ ^ :h " 



S ^ # * flQ ^ ± 



^ ^ ^ 



— » 



It >iSt 



aa 



m ^ 1 0 060 .^i # 



B^a ^ » 100^^ # - ^ 102' 10 2#, 4r - 

^ it Tfc 60 # t ^ ^ M ^ ^ ^ ^ J- it #> >^ - 

- - yS ^ ^ ^ ^ - ^ - 10 241;^® tL ^ ^ 

- ^1. . P# ^ 1 0 3a .a - it ii € ^ 10 4' tTq ^1. ^ 





^ 11 1 



?.J H 1 0 t ^ ^ ^ # - f4 M € B^a 1^ ^ ^ 

- -4 m ^ 108' - t ^ 1^ ^ 10 6ffl J-X tst 

112' a ^ — f^l a ^ ^ 1 0 7 - * ?4 € a^B 

1 1 4# ^ i^ '^SL ^ ^ t ^ ^ ' @ jJt ?| m 

- iS. B^a ^i' -A 



1 0 5ffl a ^ 
- #t # t ^ 
1 0 8^ fvl ^ 

t: a^a ^ 10 m 



B 
BB 



#t#t^ll2^^#-^-^€>t 116tS:^*^&^10 2 
♦ - 118^1.^?^l^-^€>t 1164:. -L ' - 

% ^ % ^ 1 2 2t3: ^ ;!r^ «P 1^ - J^S ^ vt 1 1 8^ Ji ' " % 

1 24tS: £ ^ - ^ € ^ 1 22a A ^ - ^ ^ >t 118^ 
ji . - ^ =. t 12615:^ *^ *P 4L vt 124^ 

J:. . =..^&.^.t 128^^ ;5^^ ^ t ^ 126£*a^^#a 

124:^Jl . a .51 - ^ e9 € >t 132tSt ^^^^^ .^g. >t 
1 2 8^ Ji - * t ' 1^ ^ ^ t: >t 1 2 6#. * J. ^l'^ - ^ - ^ ^ 

1 3 4#: € '14 it ^ S. ^ - t 1 1 6 ' X 1^ - ^ ^ >ig 1 3 4# 
^ ^ % M. 1224a HP ' n ^ ^ % >t 132# ^ 

- ^ ^ ^ )^ >J5I 13 6?iL € 'l± 5.^ ^ ^l- € >t 122 = 



1^ _ ^ ^ ^ 1 16 - ^ - lig. M 1 1 8a ^ ^ ^ € >t 1 22 
i^. m M. - ^ - € ^ ' ^ ^ ;t 122- ^ ^ ^ ^ 124a 

=- € 126# 4^ ^ - ^ — € ^ ' 1^ ^ € ^ 126- 
^ =. ^ >t 128a JBL ^ va ^ ^ ^ 132#, ^ - ^ ^ t ^ » 
1^ _ ^ ^ 1 2 6#, ^ — ^ a^a ^i' >f ( po 1 y s i 1 i c o n layer)' 
1^ — ^ >t ^ ^ ^ - ft >t (silicon oxide layer. 





1^ 12 1 



s.-^mn.m (8) 

SiOx layer, 0<x<2.0)' — IL 'ft yf (silicon 

nitride layer. Si N, 1 ay er, * t 0<y < 1 . 33 )il - H ^ 

^ (silicon oxynitride layer, SiOxN, layer, ^ 
t 0<x<2. 0, 0<y<l. 33)" ^ t ^ 122a A ^ ^ ^ € >f 

1 2 6# ^ ^'J >^ - ^ 4 >t - - ^^M^A-^M^^^^ 
(metal mu 1 1 i - 1 ay er ) ° J. ^ 4 >t & 'I' * - ^ >t - - 
>t (Cr layer)- — ik ^ - — IS >t - — ^ >t (Nb layer)^ 
A - ^ (Mo layer); ^ ^ ^ # - M /fb IS^ (AlNd 

layer); ^ 4 ^ >t >f # ^ ^ * - ^ ^ ^ >t (Ti/Al/Ti 
layer)- — la IS ^ >t (Mo/Al/Mo 1 ay er )^ ;^ — ^ IS >t 
v,Cr/Allayer)'» 

ji. ^ >f 1.24a it 1^ =. ^ >t 128#. ^ ^'J ^ ^ * - 
^ >fb ^ >t > - H -fb >ei^ >t ^ - IL -ft >t » 1^ 
132#, # -.ft./fb la^^^A-^^bla # >t » ^ - 
>|5I 1 3 4#. tS: i ^ - ^ 1 1 8a |^ ^ 1 2 44^ t ' 

J. ^ - # 134J. M- ^ # 1^ ^ ^ - ^ € >t 1 1 6 • 1^ ^ ^ 

jis) 136# tS: 1: ^ 1^ >t 124:Ct » -B. ^ — 4^ >l=l 1 3 6 

S iB # ^ — ^ € >t 1 2 2 o 

^.=. ti- € >t i2m ^ M. ^ - ^ m m n : n 

^ - ^ % ^ iim ^ m ' a € -14 ^ - ^ € >^ 1 1 6a 

1^ =. ^ t ^ 126v^^h ' 1. 102^ Ji ^ # - 1^ 5. ^ 

^ >t I3m ^ ^ 1 3 ' a m ^ ^ ^ ^ ^ 13 2 




^ 13 I 



s.-^mvim (9) 

122- 12 6^^i3fl: 

^ 1 3 8#> m * BI # 15] - ^ 4 ^ ^/T ^ ' X ^ ^ ^ m ^ 

t ^ ^ ^ -S. € ^ ii * ^/f *a 6(1 ^1 ^ » 

<i. # - ^ 60 ' |^ ug If H I 32i^^ ^ M. ^ M "Ci m. 

^ 107- ^^®?IMt:B^a^^^ i0 5a>a.i^^iait€58-^^ 

104' jlJ-H^-^I-^^^fe 10 2_L^^;i^>f 142^;^*i 
1 0 2J^ ^ ^ # ' ^ -4 ^ % BB - ^ 4 >t ^ ^ € 
(electrically isolated)' J-5€#5.^m^B^Bli^ 

^ 1 0 5^ 1^ ^ ^ >t 1 3 2#, ffl ^ >^ j& it ^ 7F )4L 

t^l:^ (pixel electrode' ^i^tf )- I^jaf ' #^>t 
14 2#. — ^f'J ^; (spin coat ing);5r ^m^^^^^U 

^ M " h V % t ^ 138i% 5^: ^ m € a^B It m 

10 5^ f^ ' a )|f ^ If m yf 13 2m '14 it ^5. J# € a°a It 108 

^ - j3L^ 144- ' ^ i. t >t 1 3 8#, >^ — m 

(signal line' i^m^ )• * -f^. 11 i4 ^ 5. r?V^ 1 1 4^ - # 
(scan line' m ^ )- ^ « ^ ^/$'J ^ t b^b It 108 
6^1 F^l >it 1^ S<3 frV ^1^ ^ i& %^ n % ^ % ^ ^ ^ 

a >ir >£, ^ >^ B^a ^ 70 (^ 7F ^ >^ B^a ^ ^ (^ ^ 7F )^ 

f J. 1^ *a ^ >^ ^ 



tf ^ # ® E9 ' ® eg . a X ^ M # m ^ 1 1 24L 1^ ^ t 5S- 




5^ 14 H 



(lo) 

(equivalent capacitor) - ^ ^ ' ^ — ^ ^ ^ ±. ^ 
^ (top electrode plate)- ^ ^ it- ^ (capacitor 
dielectric layer)^T^fe (bottom electrode plate) 

m ^ ^ ^ ^ % M 122^ - ^ ^ m )^^-^ 

t>t 116' ^ — ^^^-L^fe - t^i^t:>t^T^^#. 

m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 122- ^— i^^>^ (^^^)ii^^3|'€>t 

-^^E9^t>t 132> ^ ^ ^ M m yf^ )M ^ ^ ^ ^ 
126- :^^2|'tyt 12 2^^raa|-t>t 13 2#, ^fst#m^ll2 
^ SL % m it^ % %M ) \ ii ^ :^ i If f: >t 1 38.^^ |^ ^ ^ 

il§ >J5I 136>l€^ ^ ^ € ^ 122^ % m % M 132ii: ,^ ^ - ^ ; 

^ % - M \\m ^ ^ 12m ^ m ^ % \ \2^ ^ 

% m ^ ^ SL % m ) • ii * 1^ =- ^ € ^ 126M ^ /?i >ig 

1 3 4;!^ ^ - ^- m ^ 11 6^ ^ ^ 3f t ^ 1 2 6i4 ^— ^ » 0 . ikb 
M ^ €^ 1 1 24:. € ^-flL (CsT)i^. 

(C) - ^ ^ m ^ 6^ € ^ <i. (Cz)^ ^ f: ^ ^ (Cs)^ 

itb ' ^ 1: ^ ^ ii >^ ^ tit >^ a% ^ 

i 4:, ?'J (array s u b s t r a t e )Ji ^ -ft- ^ M 4l . 

V ^ '11^ J-X ^ £ >^ B^a M H 4L P4 ?>J ;^ Jl it ii 

H 5^ ^ ^ >^ • ?^ ^ ^ n - ^ •'^ ^ ^ T ' * ffl ^ ^ 

^ # € ^ ' ifh ^ - n ^ ^ ^ T ' * s m € 5^ ^ tf 




^ 15 X 



s.-^mt^^H (11) 

B ^ '4 m % }^ A m yf^ ^ ^ ^ ^ A M t ^ 

>S ?!. B^a ^ M f: B^a ^ B^a m 36 ' ^ It ±- ' ;^ ^ 

^^i^J^^M^^^^^^^^^ (OLED) - m # 

H m n (FEDM A ^ ^'i m '4m%^B^^^^m$ij^^ 

^ # 4:. i: s ^ i# ' ^'J m Jl M it m t 

IS ^ ^ ^ 5- ji &fi 'ft jx. T ' # l: ^ ^ t ^ A # 

,i# ;^ >K r :Jt flT a * t € ^ H fir ^ 4:- ^ ^ ^ - ' ^ ^ 

# 4i 6tJ € 4 ' ^ ^ M t 6<j Fffi a # V ^ ^ 

® )l& it ^'J 6^/ & A ^ >^ '7]^ >!i ^ ' i^x^M-^Mitm 

^ ^ ^ n it ^ ^ }Z m ^ ' ^ ^ -€ ^ n t # ^-j 

;^ v& in ^ 4 m ^ is m yi^ B ^ A ^ A J?r 

Bf ♦ M. ^ m ^ ^ A ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ' a itb >^ 

O^O # t A ^ ^ ^ ^ " 

^ ^ ^ ^ n ' ^ # t ^ ^ 




^ 16 K 



i > ^mnm (12) 

^ ^ ^ ^ r^, ^ ^ ^ m 

8^ t s ^ ^ i'v t ^ 

# # a ^ i$ ' }^ ik m 

^ ^ 4-^ t * 60 E9 /t ^ 

^ ,^ Bip ^ ^ ^ t ^ H 3^ 

^ ^ 6^; -fi^ >^ ^ ^ //f 

# ^ 4. ^£ ^ 4^ 4 m ^ Sft. 6«i 

# # ^ * ffl » 



X 4a Ji fl^ ' ^ # 5t 

^ ^ % ^ • ISjlb ' ^ 

t m S II S 



J-X _L ^ iil >(t 4^ 



tt * ^'J le. 

>S ^ IE 



m ^ ^ 







9 






* 














60 








* TV 
















JX 






113 ^ 








9 










» IS 


lit 




« r 






/I 












^' 










F#- 






9 








IS 




60 SI 
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> 






M 












^ 17 I 



^ ^ ^ m ^ m 



A - TFT-LCDt - t # ^ € SS- ^ 

>^ f *a a W ^ - ^ m € B^a It a^B M tt: ® 6fj 



^ 



aa aa 



ifi ^ ^ ^ 



m ^ ^ i^ ^tn. m 



20 
24 
28 
30 
3 2 
34 
35 
3 6 
37 

3 8 
42 

4 4 
48 



4 ^ 
fig ^ 

100 
102 
104 
105 
106 
107 
108 
112 
114 



22 



aa 



2 6 }Si m 



A ^ ^ 



aa f 



33-103 



ii € ^ ^ 



^ ^ ^ 



a 
aa 



^ ^ it^ 



71^ ® 

rfl- J: ?'J ^ 



4 6 



118 ^ - yf 




^ 18 S 



52- 

54 

56- 

58- 

64 

116 

122 

126 

132 

134 

136 

138 

144 



124 ^ ^ >t 

128 ^ ^ ^ 
142 ^ m M 62 

it ^ % M, 

^ - ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ f: >t 

m ^ M 

— ^ m 'M 



^ m m 



^ m m 



5^ ' ttt^^'J^ffl 

1 . - ^ t ^ H # ' It f: ^ ^ *4 *4 ^ # : 
- & : 

M ^ ^ s. - 4k m M ^ 'ft s. n ^ - 

' - ^ ^ m. ^ ^ tsi s. ^ ^ ^ ^ % M i^j^ ^ ^ ^ m ^ 

>t ^ Jl ; Jit A 

^ >f #. .^m * 5. - ^ — ^ j^g a ^ - :^ i > € ^ 

5. 1^ ^ — 1^ € /f - 

2. :ito t tf # ^>J IE ® ^ 1:^ ^ € S ^ ^ ' ^ t *a ^ 

^ a ^ * — ^ ^ ^ \ - ;g & ^ ^ A - m ^ ^ ^ ' 

3 . V t tt -f. #'J m ® ^ IJ^ l: Si ^ M ' * t ^ - ^ 

A — #S'6>'>^ (polysilicon layer)- 

4 . dto> ft * ^'J ie. ffl ^ 1^ ^ € ^ ^ ^ +^ ' * t 1^ ^ - 2^ 
># ^ ^ ^ — ft -fb >f (silicon oxide layer, SiO^^ 




layer, 0<x<2.0)' — ^ 'it ^ (silicon nitride 

layer, SiN, layer. ^tO<y<1.33)^^-IL^'fb«>'^ 
(silicon oxynitride layer, SiO^Ny layer, * t 0<x 
<2. 0, 0<y<l . 33) » 

5. *.ttt^^'J^®^1^4:.€^^^#'*tt^^ — ^ 

— 1^ 4 ^ >t M >f » 

^ ^ * - ^ >t (W layer)- —H-^t (Gr layer)- — iie >f 
(Ti layer)- — ^ >t (Al layer)- — :l^;t (Nb layer)^ 
4:— ^la>t (Mo layer); t^-^^yfi^.^^^-tli-fb^yt 
(AlNd layer); 1^ ^4 ^ >t ^>t ^'l'^ — #iv#S^yt 
(Ti/Al/Ti layer)- — ^ IS ^ >t (Mo/Al/Mo layer)^;4 

— IS-^yf (Cr/Al layer )° 

7. t ^ #!l ie. SI ^ 1:^ ^ € ^ ^ *4 • * t ^ i 11- 

t ^ # tit 1. *^ % ^ ^ m m ^ ^ » m a f: 'i± ii; ^ ^ es 

l; ^ J.X A ^ € >t " 

8 . -kp ^ n ^- M ^ m % m ^ % n ^ m \ ^ ^ ^ ^ 

l:>^J.X>5.s^|^i3f€vt#X^4ii%(not connected)" 




3^ 21 I 



9 . t tt # #'J fe. S ^ 73i t ^ e M ' * t # 
M - m yf^ n ( 1 iquid crystal display, LCD)^:. n 
^ ^ (array substrate) • ^ ^ ^ ^ ^ "i^^ ^ ^ ^ — 

f'l m. dpixel array area) » 3.t&^va^%^r^^m. 

m t B^a ^ o 

10. dto t If * ^f'j m gi ^ m ^ ^ n ^ m • ^ 1 € 

M # -f^, tst ^ :^ ^ ^ -fl- * P+ ^'J ^ ^ ^ ' a ffl ^ 

^ — # "i: ^ (storage capacitor)" 

11. -ko ^ n ^ m ^ m ^ m ^ ^ m ^ m • ^ ^ n ^ ^ 
^ - m yf^ n ^ f'\ &• ^ ^ n ^ u ^ ^ a ^ ^ — 

itst:^]?^^^^ (periphery circuit area)» J-t^^^^ 
# tSL M. ^ t$i ^ ^ ^ fir -L 4:, it it € 58- ^ ^ » 

12. t tt # ^'J ^ gl ^ 1:^ ^ € S H M • * t ^ ^g. 
1^ >t ^ ^ ^ — ^ -fb 'Ei' yf (s i 1 i con oxide layer, SiO, 
layer, *t 0<x<2.0)' — IL'fb'6^yt (silicon nitride 
layer, SiNy layer, 0 <y < 1 . 3 3 )^ - ft. 'fb ^ 
^silicon oxynitride layer, SiOxNy layer, 0<x 
<2. 0, 0<y<l . 33) » 

13. -kP ^ n 4- M ^ m ^ m ^ ^ ^ B m ^ ' ^ ^ u ^ - ^ 




14. -kp ^ 4- M ^ m ^ i^m ^ ^ n ^4 ^ ^ ^ f ^ ^ m 

^ ^ i% ^ t - % ^ (silicon oxide layer, SiO, 

layer, 0<x<2.0)' - ^ it M (silicon nitride 

layer. SiNy layer. * t 0<y<1.33)^;^ - % % it ^ ^ 
(silicon oxynitride layer, SiOxN, layer, 0<x 
<2. 0, 0<y<l . 33) « 

15. t ^ * #'J le. H ^ 1^ ^ t ^ ^ *4 ' * t ^ ^ 
t>t#. — ^'fbla^.f (indium tin oxi de layer. 
ITO 1 ayer )^ ^ — ft ^ # ># (indium zinc oxide 
layer, IZO layer)- 

16. in t If ^ H. S ^ l^S ^ t S ^ # ' * t ^ ^ ^■ 

# 1^ £ ^ — 1^ yf t ' J- ^ — ^ m m ^ m- 

di ^ — j|- € >t v 

17. t tf # #.J H ® ^ 1:^ ^ f;.^ a . ^ t ^ - 5^ 

S ' % ^ ^ % ^ - 1^ ^ — ;t J-X ^ It ^ =- ^ >t # . 

^ eg ^ ^ >t # - ^ =- ^ ^ » 




18. ^ ^ tf * ^'j IE s ^ nm ^ % ^ n ^ > ^ 1 ^ - 



19. t tf # ^'J ^ a ^ 1 7:^ 4L ^ S ^ ;^ . ^ ^ 



20. 



n 



€ ^ <t # # ;^ 
S fljf # St 



^ 17^ 





— % ^ iu, 3. n % ^. 




^ i-X .51 1^ % 





^ 24 1 



Cs3 
CM 



CM 
CO 

















CM 












EH 



CM 



(4. 5;!S.)tt*##;S#:t:^^##;^ 



% 1/24 1 

'II A •fHntri*ri)^'iLi/ 




% 4/24 S 




% 2/24 H 




^ 3/24 




% 5/24 K 






% 6/24 I 

n 




^ 6/24 1 




^ 7/24 K 




% 8/24 I 




1^ 7/24 I 




^ 8/24 1 




1^ 9/24 I 




^ 10/24 I 




% 9/24 H 




10/24 I 




(4. 5;ai)ttfr##^^:€^S^#«& 



% 11/24 1 




% 11/24 I 







^ 13/24 S 




^ 14/24 X 





^ 14/24 I 




^ 15/24 I 




^ 15/24 I 




^ 16/24 I 




^ 16/24 1 




^17/24 I 




1^ 17/24 I 




1^ 18/24 1 




^ 19/24 I 




(4. dm,) t tf ^ #;g iBI : s g 



